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Molécule oxydo-réductible : de 5 a 100 mg (environ 104 mmol)

Dispositif expéerimental
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(A) _-'f \ Le contre ion : de 1 a 10 équivalents molaires
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Parametres - > Adaptabilite : confinement, mode alterne Nouveaux générateurs de micro-courant finances par le réseau CRISTECH

Le solvant : Le donneur et I'electrolyte doivent idéalement y étre solubles alors que le sel
de radical cation (matériau) doit précipiter. Des molécules neutres de solvant peuvent
s'insérer dans la structure.

La densite de courant : L'expérience est généralement menée a un courant faible et
constant, de l'ordre de 1 pAmp cm=2 (mode galvanostatique); Travailler en mode alternatif
favorise la croissance des germes les plus gros.

La tempeérature : Elle contrdle la vitesse de croissance du matériau. Plus elle est éleveée et
plus la cristallisation est lente. Elle doit étre en adéquation avec le point d’e€bullition du
solvant.

Etuve réfrigérante

O-(EDT-TTF-CONMe,), X, X = Br, AsF;: Isolant de Mott a bande quart remplie

Donneur 2C ou marqué au 13C

Conditions AsFg Br :
S S 13c S— ~CONMe; EDT-TTF-CONMe, 5 mg 5 mg o ks © Diagramme de phase (P/T)
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50/50 o ; - Metal
Température (°C) 30 25
Expériences standard de diffraction des RX . I (LA) 0.5 1,5
Morphologie Aiguilles Aiguilles
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Effets de la pression sur p, (T, P)

= Un vrai systeme % plein a structure tétragonale

- comportement métallique pour T > T .
- localisation 1D a T,

- T<T,, etat fondamental CDW (spin-
Peilerls?)

. . , . - Chaines isolées, perpendiculaires les unes aux autres
Pour chacune des deux orientations moléculaires il

existe deux environements magnétiques différents. = Un systeme 1D

Conclusion: Un ordre de charge est déja présent a
tempeérature et pression ambiantes; Il est stabilisé
par une participation coopérative entre les sous

réseaux anioniques et cationiques. Les alliages o-(DMTTF),(Bry, Y 1)

Cl: deux transitions a faible p, une transition
a haute p (— 1°" ordre)

Br: transition large a faible P, une transition
fine a haute p (— 18" ordre)

|: T<T,, variation douce de p,(T) méme
ahauteP=T,,?

Expériences de RX au synchrotron :

Mise en évidence du doublement de la maille
elémentaire suivant la direction b dés 'ambiante;

— groupe d'espace non centrosymétrique P2nn X =

Insertion préférentielle de Br
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